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Mapeamento do campo elétrico em transistores poliméricos
por espectroscopia vibracional por geracio de soma de
frequéncias

MIRANDA, Paulo Barbeitas!; SOUSA, Marcos Silva®

marcos.silva__sousa@ifsc.usp.br

Hnstituto de Fisica de Sio Carlos - USP

Os transistores s3o o alicerce da eletrénica tradicional, e os transistores organicos por efeito de campo
(OFETs) desempenham um papel semelhante na eletrénica organica. Os OFETs tém o potencial de
possibilitar novas aplicagdes antes inviaveis com materiais inorganicos, sendo seu desempenho fortemente
influenciado pela distribuicio de carga no canal de conducdo durante a operacdo. Compreender a
distribuicio de campo elétrico na camada dielétrica & crucial para otimizar a performance dos dispositivos,
visto que ela estad intimamente relacionada com a distribuicdo de cargas no canal condutor. Nesse
contexto, a espectroscopia vibracional por geracdo de soma de frequéncias (SFG), (1) uma técnica 6ptica
ndo linear, mostra-se ideal por preservar a integridade do dispositivo e ser altamente sensivel a orientacao
de grupos polares, fendmeno tipico em dielétricos polares sob influéncia de campos elétricos. Assim, a
mudanca de orientacdo dipolar pode servir como uma medida indireta do campo aplicado na camada
dielétrica de OFETs. Neste estudo, fabricamos e caracterizamos OFETs baseados no semicondutor
organico P3HT e no dielétrico polar PMMA, cujos parametros elétricos se mostraram consistentes com os
valores reportados na literatura. Os espectros e imagens SFG das vibracées C=0 dos grupos carbonila no
PMMA, obtidas com o dispositivo polarizado, evidenciaram a dependéncia linear esperada da amplitude
do sinal SFG com a tens3o de porta aplicada. Por meio de um conjunto de imagens SFG em diferentes
frequéncias, foi possivel realizar analises espectroscépicas ponto a ponto no canal do OFET. Descobrimos
que os dois picos de ressonancia da carbonila no PMMA n3o ocorrem de forma independente ao longo
do canal, oferecendo uma nova perspectiva sobre a origem desses picos. As imagens também indicaram
que a polarizacdo na camada de PMMA é n3o homogénea ao longo do canal, sugerindo que em algumas
regides os dipolos se orientam com maior facilidade. Adicionalmente, as distribuicdes de intensidades
do sinal SFG observadas ao longo do canal durante as medi¢cdes da curva de saida mostraram-se, em
parte, consistentes com o modelo de aproximacdo do canal gradual e com o modelo de Schmechel et
al.,(2) que prevé a inversdo de cargas em um ponto especifico do canal. Com esse estudo, esperamos
contribuir para uma melhor compreensio da fisica e quimica dos OFETs, com importantes implica¢cdes
para o aprimoramento de sua performance.

Palavras-chave: Transistores organicos por efeito de campo; Optica ndo linear; Geracdo de soma de
frequéncias.
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